
2 紫外線を発光するAlN/GaN超格子ダイオード
～原子を規則正しく積み重ねて発光強度を増大～

AlN/GaN超格子による紫外発光の増大は、紫外
LEDを高効率化します。また、AlNやGaNの膜厚を変
えるだけで発光波長を調整できます。一方、
AlN/GaN超格子は、光電子物性を特徴付ける材料
固有の価電子帯構造を人工的にアレンジできるた
め（バンドエンジニアリング）、新規物理現象の発現
や新規AlN系デバイスの創出に繋がります。

紫外発光ダイオード（UV-LED）は、水処理、殺菌、分析、
高精細印刷など幅広い分野での利用が期待されてい
ます。これまでに我々は、直接遷移型半導体で最も広
いバンドギャップを持つ窒化アルミニウム（AlN）を用い
て、最短波長210nmの紫外LED動作に成功しました。ま
た、AlNとGaNの混晶であるAlGaNは、組成により発光
波長を深紫外から近紫外のほぼ全域で調整できること
から、紫外LED材料として期待されています。

AlGaN混晶の紫外発光はAl組成を高くして波長を短く
するとc軸と平行（E//c）に偏光するようになり、LEDの
光取り出し面（C面）からの発光が弱くなります。これ
は、AlGaN混晶の特異な価電子帯構造に由来する材
料固有の問題です。AlNとGaNを周期的に積層した
AlN/GaN超格子では、ｃ軸と垂直（E⊥c）に偏光する
ようになり、LEDの光取り出し面から強く紫外発光する
ことがわかりました。

図1 窒化アルミニウム（AlN）系材料の紫外光応用
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図2 AlGaN混晶とAlN/GaN超格子の原子配置とバンド構造
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図4 AlGaN混晶とAlN/GaN超格子からの深紫外発光
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殺菌 高精細印刷分析

図3 高品質AlN/GaN超格子の成長
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